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大気中 ・ 非破壊 ・ 非接触で、 透明電極や有機薄膜特性の均一性評価、

組成の変化、 電池電極材料や半導体材料の特性分布、 さらには金属表

面の腐食状態などを仕事関数 ・ 表面電位の変化として、 広い領域を 2

次元マッピングします。  金属、 半導体材料だけでなく酸化物など誘電体

材料の測定も可能。SKP シリーズは、 ケルビンプローブ、 走査ステージ

とノイズ遮断用の静電シールドカバーがセットになっています。 ステージ

の走査領域は最大 300 × 300mm、 独自のOff-Null （Baikie） 法により高

S/N 安定、 高分解能 1 ～ 3 meV を実現します。

大気中で仕事関数、 イオン化ポテンシャルを非接触で測定します。 励起光 （3.4 ～ 7eV） を

照射し、 試料表面に接近させたΦ 2mmのプローブで光電子 / 大気イオンを検出します。

光電子の検出部にケルビンプローブのチップを使用しており、 金をリファレンスにしたケルビ

ンプローブ法による相対仕事関数測定も可能です。

KP   - / -
10  16 mm 2 mm 

 1000 meV
3D

測定データ ： エネルギーダイアグラム
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   In Situ

 

 

RHC020RHC020

RHC040

試料環境（温度 ・ 湿度 ・ 酸素濃度）を制御しながら、 In Situ で金属などの

表面電位 ・ 仕事関数変化を高感度にリアルタイムモニタリング。

水吸着に伴う金属表面の電位変化や腐食防止コートの効果など、

金属表面の腐食、 改質の評価に最適なシステムです。

RH（%） 
WF（mV）

30 per. Mov. Avg.
WF（mV）

,  

SKP5050
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 UHV  < 3meV (UHV030)

 Off -Null Baikie SN

 UHV

 

 /

 UHV

 

 IPES(LEIPS*) LUMO

    *

 

 KP* PYS**

超高真空 (UHV) 環境に対応したケルビンプローブ （KP） です。 既存の真空チャンバー

に接続し、仕事関数・表面電位の測定が可能です。 専用のUHV ケルビンプローブ用チャ

ンバー （セル） も提供可能です。UHV 環境だけでなく大気や各種ガスを導入することも出

来ます。 小型設計のため、 短時間で排気やガス導入が可能。 理想的な環境下で信頼

性の高いデータが得られます。

  
 !

オペランド KP*-PYS** 材料分析システムは、 ケルビンプローブと光電子収量分光を

組み合わせた実動作下でエネルギー準位測定を実現する 世界初の製品です。

*KP ： ケルビンプローブ          **PYS ： 光電子収量分光

KP Technology 社とグループ会社ユニソクとのコラボ製品です
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